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１．概要（Summary） 

本研究の目的は、Si 基板上に微細なパターンを形成

することである。微細パターン上に金属配線を埋め込む

際に、スパッタ装置を用いるとボイドの形成などが問題と

なる。これを解決するためには、CVD 法による堆積が選

択肢の一つである 1-2)。TiNは、金属埋め込み層用のバリ

アメタルとして知られており、半導体プロセスには良く使わ

れる材料である。しかしながら、TiN が堆積可能な CVD

装置を保有している施設は少なく、4inch 基板を用いて

外注可能であるのは、本研究施設の原子層堆積

（Atomic Layer Deposition : ALD）装置等限られている

ことが分かった。ALD は、もともと原子層レベルで 1 層ず

つ堆積することを目的としているため、Fig. 1に示すような、

微細配線用のバリアメタル堆積用としては適している。今

回、このような堆積方法の準備段階として、平坦なSi基板

上に ALDによる TiN薄膜の形成を行った。 

 

Fig. 1 Schematic illustration of ALD-TiN layer 

on patterned Si wafer 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

原子層堆積装置[FlexAL] 

 

【実験方法】 

パターニング処理を施していない 4inch Si 基板上に、

原子層堆積装置を用いて 10 nm の TiN 薄膜を形成し

た。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 

 

Fig. 2  Schematic illustration of 10-nm-thick 

ALD-TiN layer on 4-inch-Si wafer 

 

今回は、条件確認用として平坦基板上に10 nmのTiN

を堆積した。模式図を Fig. 2 に示す。破壊検査をする前

に次のプロセスを行う予定であるため、現時点では断面写

真等は未取得である。今後、この薄膜の密着性、耐薬品

性などを確認し、スパッタ膜との比較等を行う予定である。 
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